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Обозначение Наименование 

К
о

л
. 

Примечание 

       

    Документация   

       

   СА21.28.000 СБ Сборочный чертеж   

   СА21.28.000 Э3 Схема электрическая   

    принципиальная   

   СА21.28.000 ПЭ3 Перечень элементов   

       

    Детали   

       

  1 СА21.28.003 Плата печатная 1  

       

       

    Прочие изделия   

       

    Конденсаторы   

       

  3  0805 – 27 пФ±5% NP0 2 C24, С25 

  4  0805 – 100 пФ±5% NP0 1 С38 

       

  6  0805 – 0,01 мкФ±10% X7R 7 
C2, С3, С12, 

С18, С27,  

      С28, С30 

       

  8  0805 – 0,1 мкФ±10% X7R 18 
С5, C8, С11, 

C13, C14, 

      
С16, С17, 

С21,  

      
С31-С33, 

С35, С37,  
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С39, C44-

С46, C48 

       

       

  10  T-В-16B-10 мкФ±20% 5 C6, C9, 

      
С34, С36, 

С47 

  11  Т-С-25В-10 мкФ±20% 2 C15, С23 

       

  12  К10-17б-0,1 мкФ±10% X7R 1 C1 

       

    Микросхемы   

       

  13  AD706JN (корпус DIP8) 1 DA4 

  14  AD780BR (корпус SO8) 1 DA9 

  15  AD7714YR (корпус SO24) 1 DA8 

  16  ADG609BR (корпус SO16) 1 DD1 

  17  INA118PB (корпус DIP8) 3 
DA2, DA5, 

DA6 

  18  OP97F (корпус DIP8) 1 DA3 

  19  OP177ES (корпус SO8) 1 DA1 

       

    Резисторы ЧИП   

       

  21  0805 – 10 Ом±5% 2 R22, R23 

       

  23  0805 – 100 Ом±5% 1 R34 

  24  0805 – 10 кОм±5% 6 
R6, R13, 

R15, R24,  

      R25, R32 

    Резисторы C2-29В-0,062   

    ОЖ0.467.099 ТУ   

  26  1,5÷4,99 кОм±0,25% (*подбор) 1 R5* 
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  27  3,01 кОм±0,25% 1 R19 

  28  3,2 кОм±0,25% 1 R9 

  29  3,92 кОм±0,25% 1 R4 

  30  7,15 кОм±0,25% 1 R14 

  31  7,23 кОм±0,25% 1 R2 

  32  10 кОм±0,25% 1 R16 

  33  20 кОм±0,25% 1 R8* 

  34  22,1 кОм±0,25% 1 R3 

  35  24 кОм±0,25% 1 R7* 

  36  24,9 кОм±0,25% 2 R1*, R10 

       

    Резистор  ОЖ0.467.081 ТУ   

  38  C2-23-0,125-10 кОм±5% 2 R11, R12 

       

       

  40  Транзистор BC847C 1 VT1 

       

       

  43  Резонатор кварцевый   

    НС-49U – 2,4576 МГц 1 Z1 

       

       

    Материалы   

       

  45  Провод МГТФ-0,12   

    ТУ16-505.185-71 0,1 м 
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   Переменные данные для исполнений   

       

    СА21.28.000  
Датчик 

давления 

      “V” 

    Прочие изделия   

       

  50  Резистор   

    C2-29В-0,062-49,9 кОм±0,25%   

    ОЖ0.467.099 ТУ 1 R33 

       

       

    СА21.28.000-01  
Датчик 

давления  

      “С” 

    Переменные данные   

    отсутствуют   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 







  

Поз. обозн. Наименование Кол. Примечание 

 Конденсаторы   

C1 К10-17б-0,1 мкФ±10% X7R 1 имп. 

C2, C3 ЧИП-0805-0,01 мкФ±10% X7R 2  

C5 ЧИП-0805-0,1 мкФ±10% X7R 1  

C6 ЧИП-Т – В – 16B – 10 мкФ±20% 1  

C8 ЧИП-0805-0,1 мкФ±10% X7R 1  

C9 ЧИП-Т – В – 16B – 10 мкФ±20% 1  

C11 ЧИП-0805-0,1 мкФ±10% X7R 1  

C12 ЧИП-0805-0,01 мкФ±10% X7R 1  

C13, C14 ЧИП-0805-0,1 мкФ±10% X7R 2  

C15 ЧИП-Т – C – 25B – 10 мкФ±20% 1  

C16, C17 ЧИП-0805-0,1 мкФ±10% X7R 2  

C18 ЧИП-0805-0,01 мкФ±10% X7R 1  

C21 ЧИП-0805-0,1 мкФ±10% X7R 1  

C23 ЧИП-Т – С – 25B – 10 мкФ±20% 1  

С24, C25 ЧИП-0805-27 пФ±5% NP0 2  

С27, C28, C30 ЧИП-0805-0,01 мкФ±10% X7R 3  

С31-С33 ЧИП-0805-0,1 мкФ±10% X7R 3  

C34 ЧИП-Т – В – 16B – 10 мкФ±20% 1  

C35 ЧИП-0805-0,1 мкФ±10% X7R 1  

C36 ЧИП-Т – В – 16B – 10 мкФ±20% 1  

C37 ЧИП-0805-0,1 мкФ±10% X7R  1  

С38 ЧИП-0805-100 пФ±5% NP0 1  

C39 ЧИП-0805-0,1 мкФ±10% X7R 1  
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Поз. обозн. Наименование Кол. Примечание 

    

C44-C46 ЧИП-0805-0,1 мкФ±10% X7R 3  

C47 ЧИП-Т – В – 16B – 10 мкФ±20% 1  

C48 ЧИП-0805-0,1 мкФ±10% X7R 1  

    

 Микросхемы   

DA1 ОР177ES 1 корпус SO8 

DA2 INA118PB 1 корпус DIP8 

DA3 OP97F 1 корпус DIP8 

DA4 AD706JN 1 корпус DIP8 

DA5, DA6 INA118PB 2 корпус DIP8 

DA8 AD7714YR 1 корпус SO24 

DA9 AD780BR 1 корпус SO8 

DD1 ADG609BR 1 корпус SO16 

    

 Резисторы   

 С2-23-0,125       ОЖ0.467.081 ТУ   

 С2-29В-0,062    ОЖ0.467.099 ТУ   

    

R1* С2-29В-0,062-24,9 кОм±0,25% 1 *подбор 

R2 С2-29В-0,062-7,23 кОм±0,25% 1  

R3 С2-29В-0,062-22,1 кОм±0,25% 1  

R4 С2-29В-0,062-3,92 кОм±0,25% 1  

R5* С2-29В-0,062-1,5÷4,99 кОм±0,25% 1 *подбор 

R6 ЧИП-0805-10 кОм±5% 1  

R7* С2-29В-0,062-24 кОм±0,25% 1 *подбор 

R8* С2-29В-0,062-20 кОм±0,25% 1 *подбор 
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R9 С2-29В-0,062-3,2 кОм±0,25% 1  

R10 С2-29В-0,062-24,9 кОм±0,25% 1  

R11, R12 С2-23-0,125-10 кОм±5% 2  

R13 ЧИП-0805-10 кОм±5% 1  

R14 С2-29В-0,062-7,15 кОм±0,25% 1  

R15 ЧИП-0805-10 кОм±5% 1  

R16 С2-29В-0,062-10 кОм±0,25% 1  

R19 С2-29В-0,062-3,01 кОм±0,25% 1  

R22, R23 ЧИП-0805-10 Ом±5% 2  

R24, R25 ЧИП-0805-10 кОм±5% 2  

R32 ЧИП-0805-10 кОм±5% 1  

    

R34 ЧИП-0805-100 Ом±5% 1  

    

    

    

 Транзистор   

VT1 BC847C 1  

   
 

 Резонатор кварцевый   

Z1 HC-49U – 2,4576 МГц 1 
Выв. под пайку, 

имп. 
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 Переменные данные для исполнений   

    

 СА21.28.000  
Датчик 

давления “V” 

    

 Резисторы   

R33 С2-29В-0,062-49,9 кОм±0,25%  ОЖ0.467.099 ТУ 1  

    

    

 СА21.28.000-01  
Датчик 

давления “C” 

    

 Переменные данные отсутствуют   
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